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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月5日(2013.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネル電界効果トランジスタ（ＴＦＥＴ）構造用の間接誘導トンネル・エミッタであ
って、
　第１の半導体材料から形成された細長いコア・エレメントと、
　前記コア・エレメントを少なくとも部分的に取り囲み、前記ＴＦＥＴ構造のソース領域
に対応する位置に配置された外装と、
　前記外装と前記コア・エレメントとの間に配置された絶縁体層と、
　前記外装を前記コア・エレメントにショートさせるソース接点と、を含み、
　ＯＮ状態中に前記ＴＦＥＴ構造のチャネル領域内にトンネリングするために十分なキャ
リア濃度を前記コア・エレメントの前記ソース領域に導入するように前記外装が構成され
る、ＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項２】
　前記コア・エレメントが、ナノワイヤ、フィン構造、およびカーボン・ナノチューブの
うちの１つまたは複数を含む、請求項１記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミ
ッタ。
【請求項３】
　前記絶縁体層が前記第１の半導体材料より広いバンドギャップを有する第２の半導体材
料から形成される、請求項２記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項４】
　前記外装が第３の半導体材料から形成された半導体外装を含み、前記半導体外装が前記
コア・エレメントより高い濃度でドーピングされる、請求項３記載のＴＦＥＴ構造用の間
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接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項５】
　前記ソース接点が、前記コア・エレメントより高い濃度でドーピングされる第４の半導
体材料から形成される、請求項４記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項６】
　前記第１、第２、第３、および第４の半導体材料が、それらの間の界面にヘテロ接合を
形成するエピタキシャル成長半導体を含む、請求項５記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導ト
ンネル・エミッタ。
【請求項７】
　前記第１、第３、および第４の半導体材料が同じ材料である、請求項６記載のＴＦＥＴ
構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項８】
　前記第１、第２、および第３の半導体が単結晶構造を有する、請求項７記載のＴＦＥＴ
構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項９】
　前記外装が金属材料を含む、請求項３記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミ
ッタ。
【請求項１０】
　前記外装が金属材料で覆われる、請求項４記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・
エミッタ。
【請求項１１】
　前記第１の半導体材料のバンドエッジ・エネルギーが、前記第２の半導体のバンドエッ
ジ・エネルギーより大きく、前記第３の半導体材料のバンドエッジ・エネルギーより大き
い、請求項５記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項１２】
　前記第３の半導体材料のフェルミ・エネルギーが、前記第１の半導体材料のフェルミ・
エネルギーより高い、請求項１１記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項１３】
　前記第１の半導体材料がＩｎＡｓ０．８Ｐ０．２を含み、前記第２の半導体材料がＩｎ
Ｐを含み、前記第３および第４の半導体材料がＩｎＡｓを含む、請求項５記載のＴＦＥＴ
構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項１４】
　前記第１、第２、第３、および第４の半導体材料の長さが１０ナノメートルから１００
ナノメートルである、請求項５記載のＴＦＥＴ構造用の間接誘導トンネル・エミッタ。
【請求項１５】
　トンネル電界効果トランジスタ（ＴＦＥＴ）構造用の間接誘導トンネル・エミッタを形
成する方法であって、
　第１の半導体材料から細長いコア・エレメントを形成することと、
　前記コア・エレメントを少なくとも部分的に取り囲む絶縁体層を形成することと、
　前記ＴＦＥＴ構造のソース領域に対応する位置で前記絶縁体層を少なくとも部分的に取
り囲む外装を形成することと、
　前記外装を前記コア・エレメントにショートさせるソース接点を形成することを含み、
　ＯＮ状態中に前記ＴＦＥＴ構造のチャネル領域内にトンネリングするために十分なキャ
リア濃度を前記コア・エレメントの前記ソース領域に導入するように前記外装が構成され
る、方法。
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